
シリコンパワートランジスタ

SiIicon Power Transistors

2SA1615.1615-Z

pNPエピタキシァル形シリコントランジスタ

高速度スイッチング

飽和電柱が低いため,小形外形でありながら大電流の制御が可能で,さらにスイッチング速度が速いため,高効率

のDC-DCコンバータに最適です｡

特　徴

○電流容量が大きい｡

Ic(DC): -10 A, Ic(pulse): 115 A

ohFEが高く,コレクタ飽和電圧が低い｡

hFF;-200 MIN. (La, VcE--2.0 V, Ic--0.5 A)

VcE(sa.)≦-0.25 V (Lalcニー4.0 A, IB--0.05 A)

品質水準
○標準(一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料｢NEC半導体デバイスの品質水準｣(旧-620)をご覧

ください｡

絶対最大定格(Ta-25 oC)

項目 凛ｨﾘb�定格 �%�犬�

コレクタ.ベース間電圧 蒜3���-30 ���

コレクタ.エミッタ間電圧 蒜4T��-20 ���

エミッタ.ベース間電虹 錨S���-10 ���

コレクタ電流(直流) �D2Д2��-10 ���

コレクタ電流(パルス) 薄2��WBﾆR弔�-15 ���

ベース電流(直流) �D"Д2��-0.5 ���

令損失 ��B��ﾓ#S�2弔｢�1.0 瓶�

全損失 ��B�Rﾓ#X�竰�15 瓶�

ジャンクション温度 彦｢�150 簸2�

保存温度 膝7Fr�-55-+150 芳2�

*PW≦10 ms, Duty Cycle≦50 %

**プリント基板実装時
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2SA1615.1615-Z

電気的特性(Ta-25 oC)

項目 凛ｨﾘb�条件 蛮uD粐�TYP. 番�や�単位 

コレクタしや断電流 薄4$��VcB--20V,IE-0 �� 蔦����〃A 

エミッタしや断電流 �DS���VEBニー8.0V,ⅠC-0 �� 蔦����〟A 

直流電流増幅率 埋dS����VcEニー2_0V,ⅠCニー0.5A �#��� 田��� 

直流電流増幅率 埋dS"｢�VcEニー2.0V,ⅠCニー4.OA ��c�� �� 

コレクタ飽和電圧 蒜4R�6�Bﾂﾈ���Ic--4.OA,IB--0.05A ��-0.2 蔦��#R�Ⅴ 

ペース飽和電圧 錨$Rと�B弔�ⅠCニー4.OA,ⅠBニー0.05A ��-0.9 蔦��"�Ⅴ 

利得帯域幅梼 貌B�VcE--5.0V,ⅠE-1.5A ��180 ��MHヱ 

出力容量 �6�"�VcB--10V,ⅠE-0,f-1.OMHz ��220 ��pF 

ターンオン時間 友��ⅠCニー5.OA,ⅠB1--ⅠB2--0.125A Rl▲-2.OE2,Vcc≒-10V ��80 ��nS 

蓄積時間 唯ﾇFr���300 ��nS 

下降時間 友b���60 ��nS 

*パルス測定　PW≦350 〃S, Duty Cycle≦2 %

hFE規格性分

外形図(単位:mm)

2SA1615外形図

こ三権接続

1.ベース

2.コレクタ

3.エミッタ

4.コレクタ(フィン)

2SA1615-Z外形図
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2SA1615.1615-Z

特性曲線(Ta-25 oC)

TOTAL POWER DISSIPATLON vs

CASE TEMPERATURE

50　　　　　　　　　100

ケース温度　Tc (oC)

FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA
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ⅠC 鳴薄ﾆﾂ�e) �� �� �� �� �� �� 肇SBﾒ� �� �� ��

十 � �� �� 

lciDCI � �� �� �� �� �� �� ��JeZ 

Js 偃r�6ﾒ�I: ��｣r�R�� 定6ﾒ�ｭｲ� 白� �� ��
ぐ､ 劔 � �� �� ��

ヽ �� �� �� 

<, 凵� �� �� ���� �� �� ��I, �� ��.o/a_ ･6-- � �� �� ��

{/.I- 剪� �� �� 

-. �� �� �� 

Tc-25dC 単発パルス 劔���� �� �� �� �� �� �� ��

1　　　　　　　　　10　　　　　　　　　100

コレクタ･エミッタ間電F_i Vt.E (V)

COLLECTOR CURRENT vs

BASE TO EMITTER VOLTAGE

∫ ��� 

〟 葡� 
Ta- ��#X�ｴ2�sX�ｴ2�/ �� 

L25lC -25○C � �� 

A 秒� ��
VcEニー2.OV � �"�1 �� 

-0.4　　　　　　-0 8　　　　　　-1.2

ベース･エミッタ間電Iil. VLIE (V)

DERAT】NG CURVE OF

SAFE OPERATTNG AREA

S"J{Jb �&ﾒ� 

47tTJj+(/ 薙翊� 

E5-, ��

50　　　　　　　　1 00　　　　　　　　1 50

ケース温度　Tc (QC)

COLLECTOR CURRENT vs

COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE

155㌔ �� ��

// ＼や � �� 

∠ 氾S�.H*�� �� 

-20m ��� ��

-10nl ����� ��

′ �� �� �� 

-0.4　　　　　　-0.8　　　　　　-1.2

コレクタ･エミッタ間電Il:_　VCE (V)

DC CURRENT GAIN vs COLLECTOR CURRENT

Ta-125○C 剪� �� ��Vcr--2.OV 

ll �� �� �� �� �� �� �� 

l �6�� �� �� �� �� �� �� 

75 ��C ��tlF 25○C 凵_ �#X�ｴ2�� �� �� �� �� 

一0.1　　　　　　　　-1　　　　　　　　-10　　　　　　　　--100

コレクタ電流Ic(A)
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2SA1615.1615-Z

COLLECTOR SATURAT10N VOLTAGE

vs COLLECTOR CURRENT

ⅠC′Ⅰ8-80 劔 �� �� �� �� 

-=: �� �� ��a-40 �� �� �� �� ��

-1　　　　　　　　-10　　　　　　　　-100

コレクタ電流Ic(A)

スイッチング時間(ton,tstg,t,)測定回路

PW≒50 JJS

Ihty Cyc)e≦2 %
VBB*5 V

BASE SATURATlON VOLTAGE

vs COLLECTOR CURRENT

Ic/IB-80 

-1　　　　　　　-10　　　　　　　-100

コレクタ電流Ⅰ( (A)
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ベース電溌沌形

コレクタ電Ik波形
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